ociisnios [POPIS VYNALEZU| 219768

(19)

(11) (B1)

K AUTORSKEMU OSVEDCENI

(51) Int. CL3
B 05 D 5/12
(22) PFihlaseno 04 03 81
(21) (PV 1557-81)

(40) Zvefejnéno 27 08 82

: ORAD PRO VYNALEZY
on A' ?omvv (45) Vydano 15 09 85

(75) } . .
Autor vyndlezu NOVOTNY ZDENEK ing., VANEK EVZEN ing., PRAHA

: (54)Zpiisob V)"roby vicevrstvového kontaktu silicid platina-titan-platina-zlate

4 1 2

Zptsob vyroby vicevrstvového kontaktu
silicid platiny titanu-platiny-zlata podle vy-
ndlezu spoCivd v tom, Ze na substrat se na-
pafuje 20 aZ 40 nm platiny, ktera se Ziha

2 pii teploté 550 aZ 650 °C. Prebytetnd plati-
na se potom odleptd v ludavce kréalovské a

5 nanese se vrstva fotoresistu na bdazi fenol-

Y formaldehydové pryskyfice s chinondiazido-
vym fotoinicia¢nim systémem se spektrdlni
citlivosti v ultrafialové oblasti v rozmezi 340
aZz 450 nm. Po expozici se ponofi tento ce-
lek na 4 aZ 8 minut do toluenu nebo ben-
zenu nebo chlorbenzenu. Substrat se vyvo-

' 14 a susi pri teploté 80°C po dobu 30 mi-
nut. Postupné se napafi vrstva titan-plati-
na-zlato. Vytvofeny kontakt se za?ihd pfi

? teploté 350 aZ 400 °C ve vakuu nebo v inert-
ni atmosféfe po dobu 10 aZ 20 minut.
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Vynélez se tykéd zplsobu vyraby -vicesrst-
vového kontaktu silicid platina-titan-plati-
na-zlato napafenim pfes vrstvu fotoresistu,
pfi némZ se platina napafuje elektronovim
délem a vicevrstvovy kontakt -se po odpla-
veni prebyteéného kovu zaZihd pfi teplotd
350 aZ 400 °C.

Zaveretnou technologickou operacl pfi vy-
robé aktivnich polovodigovych souléstek s
vysokou spolehlivosti je vytvoFeni sloZené-
ho kontaktu, ktery musi vyhovovat jak z
hlediska dlouhodobé spolehlivosti, tak z hle-
diska vytvoreni dokonalého ohmického kon-
taktu. Uvedenym poZadavkliim nejlépe vy-
hovuje sloZeny kontakt silicid platina-titan-
-platina-zlato.

BéZny§ zplisob piipravy vicevrstvového kon-
taktu je naneseni potfebnych vrstev kovil
na pFipraveny substréat, fotolitografické zpra-
covdni a leptdni do poZadované struktury.
Leptdni vyZaduje kombinaci fyzikdlnich a
chemickych leptacich postupilt (odpraSova-
ni, leptdni v proudu argonovych iontd, plaz-
matické leptani).

Jednodu33i postup spe€ivd v -napafovéni
pfes vrstvu fotoresistu (lift-off technikal.
Vychédzi z toho, Ze se na substrdtu vytvori
nejdrive potfebny motiv ve vrstvé fotoresis-
tu, pres kterou se napafi vrstvy kovil. Plo-
chy, které nejsou pokryty fotoresistem vy-
tva#i vlastni kontaktni plochu. Poté se foto-
resist i s vrstvou kovii, které jsou na ném
napaieny, odstrani z ostatnich ploch we
vhodném rozpoudtédle. Pii tomto postupu
odpadd choulostivd operace leptdni kovo-
vych vrstev.

Dosavadni postupy naparovdni pres vrst-
vu fotoresistu vyZadovaly vytvofeni dvou-
vrstvové struktury fotoresistu. Obé vrstvy
fotoresistu musely byt oddéleny dal3i me-
zivrstvou. Napriklad J. R. Franco a kol. v
patentu US 4 004 004 pokryva substrédt vrst-
vou fotoresistu na béazi fenolformaldehydo-
vé pryskyfice s chinondiazidovym fotointi-
atnim systémem se spektrdlni citlivosti v
ultrafialové oblasti v rozmezi 340 aZ 450 nm,
ktery vypélenim pii 210°C ztrati fotocitli-
vost. Poté nanese 150 — 160 nm polydime-
thylsiloxanu, ktery rovn#8Z vypéli p¥i 210 °C.
Na této vrstvé se teprve provede normaéini
fotolitograficky proces p¥i pouZiti druhé
vrstvy uvedeného fotoresistu. Potiebné ot-
vory se oteviou ve vrstvé polydimethylsilo-
xanu plazmatickym leptdnim ve spodni vrst-
v& uvedeného fotoresistu v kyslikové plaz-
meé, Nésledujici napafeni kovu a vlastni na-
pafovéani pfes vrstvu fotoresistu v N-methyl-
pyrolidonu, acetonu, isopropanolu nebo tri-
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chlorethylenu. Shora uvedené -sloZité tech-

nolegické postupy adstraiiuje zplsob pfipra-

vy vrstvového kontaktu podle vynélezu.
Petimétem vynédlezu je zplsob vyroby vi-

eavrstvového kontaktu silicid platiny-titanu-

-platiny-zlata vyznaleny tim, Ze na substrét
se napafi 20 aZ 40 nm platiny, kterd se za-
Zih4 pfi teploté& 550 aZ 650 °C, naceZ se pfe-

‘bytetnd platina odleptd v lufavce kréalovs-

ké, nanese se vrstva fotoresistu na béazi fe-
nolformaldehydové pryskyFice s chinondi-
rdlni citlivosti v ultrafialové oblasti v roz-
mezi 340 — 450 nm a po expozici se takto
vytvoieny .celek ;ponofi na 4 aZ 8 minut do
toluenu nebo benzenu nebo chlorbenzenu,
potom se substrit vyvold a su$i p¥i teploté

{80 °C po dobu 30 minut, po ¢4stech se napa-

Il vrstva titan-platina-zlato, pfebytek se od-
plavi s fotoresistem v acetonu ultrazvukem
o frekvencich 39000 aZ 40000 Hz a vytvo-
Feny kontakt se zaZiha p¥i teplot& 350 aZ
400 °C ve vakuu nebo v inertni atmosiéfe
po dobu 10 aZ 20 minut.

Vy88i Glinek vyndlezu proti dosavadnim
zndmym postuplim spodivd ve zjednoduSe-
ni celého postupu napafovani ples vrstvu
fotoresistu pouZitim pouze jedné vrstvy fo-
toresistu a v dosaZeni spolehlivého vice-
vrstvového kontaktu.

Postup pfipravy vicevrstvového kontaktu
podle vynélezu je nésledujici:

‘Na pripraveny substrat se napaii elektro-
novym délem 20 aZ 40 nm platiny, ktera se
zaZihd pfi teploté 550 aZ 650 °C. Prebyteéna
platina se odleptd v ludavce krédlovské pri
65 °C. Na substrat se nanese vrstva fotore-
sistu na bézi fenolformaldehydové prysky-
stémem se spektralni citlivosti v ultrafialo-
vé oblasti v rozmezi 340 aZ 450 nm, prove-
de se sesazeni a expozice ultrafialovym svét-
lem. Substrat s exponovanym fotoresistem
se¢ ponofi na 4 — 8 minut, pfevdZné 5 — 6
minut «do toluenu (benzenu, chlorbenzenu).
Po smoéeni v toluenu se substirdt vyvold v
alkalické vyvojoe a susi se pfi teplot& 80 °C
po dobu 30 minut. Po ¢astech se napafi vrst-
va titanu, platiny a zlata, pfiCemZ je tieba
pedlivé Fidit cely proces tak, aby mnedoslo
k deformacim fotoresistu tepelnym zarenim
Z napalovaciho zdroje. Po napafeni se pie-
byteny kov odplavi spolu s uvedenym foto-
resistem v acetonu ultrazvukem o frekvend-
nim rozmez{ asi 39000 aZ 40000 Hz. Hoto-
vy kontakt se zaZih4 pf¥i teploté 350 aZ 400
stupiiti Celsia ve vakuu nebo v inertni at-
mosféfe po dobu 10 aZ 20 minut.
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PREDMET VYNALEZU

Zpiisob vyroby vicevrstvového kontaktu si-
licid platiny-titanu-platiny-zlata, vyznaceny
tim, %e na substrat se napafl 20 az 40 nm
platiny, kterd se zaZiha pIi teploté 550 —
— 650°C, nadeZ se pPebytetnd platina od-
lepta v lutavce kralovské, nanese se vrstva
fotoresistu na bazi fenolformaldehydové
pryskyfice s chinondiazidovym fotoiniciac-
nim systémem se spektralni citlivosti v ultra-
fialové oblasti v rozmezi 340 aZ 450 nm a

po expozici se takto vytvofeny celek ponofi
na 4 a7 8 minut do toluenu nebo benzenu
nebo chlorbenzenu, potom se substrat vy-
vola a susi pii teplots 80 °C po dobu 30 mi-
nut, po Gastech se napafi vrstva titan-plati-
na-zlato, piebytek se odplavi s fotoresistem
v acetonu ultrazvukem o frekvencich 39 000
a? 40000 Hz a vytvoreny kontak se zaZiha
pii teplot& 350 aZ 400°C ve vakuu nebo v
inertni atmosféfe po dobu 10 aZ 20 minut.
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